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2. Penetrating radiation effects on optical and electrophysical characteristics of GaP light emitting diodes.

Реферат:
1. Дисертаційна робота присвячена вивченню впливу радіаційних дефектів на випромінювальну здатність та
електрофізичні характеристики світлодіодів GaP. Джерелом проникаючої радіації служили електронні
прискорювачі, ядерний реактор та кобальтова установка. Дослідження оптичних властивостей, проведені на
монокристалічних зразках, показали, що при значних дозах як нейтронного, так і електронного опромінення
розпочинається деструкція краю основної смуги поглинання та її зсув у бік менших енергій квантів.
Зменшення оптичного пропускання супроводжується падінням квантового виходу фотолюмінісценції,
причому найчутливішою до радіації є екситонна складова спектру. Основною стадією відновлення
інтенсивності рекомбінації при відпалі є область 400-600 С.

2. The theses deal with the study of the radiation defects' influence on the emissivity and electrophysical
properties of GaP light emitting diodes (LEDs). Electron accelerator, nuclear reactor and cobalt facility were the
sources of penetrating radiation. Study of the optical properties of single crystal samples have revealed that at high



fluences of neutrons as well as electrons the destruction of the edge of main absorption band occurred with the
shift to the lower quanta energies. The decrease of optical transmission is supported by the drop of the quantum
yield of photoluminescence and the bound excitons' line is the most radiation sensitive part of the spectrum. 400-
600 С temperature interval is the main phase of recombination intensity recovering.
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